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MONTAJE DE COMPONENTESCRITICOS

1 OBJETIVO

En este capitulo se trataran los cuidados que deberemos tener en el momento de montar 1os
componentes mas criticos de una PC, algunos de €llos ya los vimos en capitulos anteriores y
en este agregaremaos unos NUEVOS.

Un componente critico, es aquel que requiere de nuestra mayor atencion y todo el cuidado en
su etapa de montaje, para que no sea dafiado en forma permanente y por lo tanto inutilizando-
lo para su funcionamiento.

El énfasis en el cuidado se debe a que un componente en particular puede tener mas de una
caracteristica de montaje, o pertenecer a una familia (subgrupo), complicando su identifica-
cion y por consiguiente su montgje. Un giemplo de esto son los microprocesadores y las me-
morias que vimos en los capitulos 3 'y 4, otro componente es lainterfaz de video en su version
AGP, las cuales presentan varios modelos al igual que los microprocesadoresy las memorias,
es por este motivo que debemos reconocer correctamente el componente para tratarlo adecua-
damentey asi evitar cualquier tipo de dafio.

2 MEMORIAS

Para comenzar veremos los distintos tipos de memorias en forma mas detallada, ya que cada
unade ellas posee alglin elemento caracteristico de seguridad para su montaje.

21 MEMORIASSIMM DE 30 PINES

Hoy en dia se dificulta conseguirlas facilmente, pero ain algunos proveedores incluyen estas

memorias en sus listas de precio.

Este SSIMM (Single In-line Memory Module) consta de 30 contactos y maneja 8 hits, ver

figura 8.1. Las PC que utilizan

tipicamente estas memorias son

las 386 y 486.

Estos médulos se presentan en /
M

capacidades de  256Khbyte, T e
1Mbytey 4Mbyte. uesca Figura8.1 I
Su tension de aimentacion es

de 5Vcc.

Esta muesca sobre e SIMM evita que el mismo pueda ser insertado al revés en su zocalo y
también se lo conoce por su hombre en ingles Cutout <-kataut->.
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22 MEMORIASSIMM DE 72 CONTACTOS

En lafigura 8.2 podemos ver un modulo SIMM de memoria que tiene 72 contactos y manegja
32 hits. Las PC que utilizan este tipo de memoria son algunos 486, 586, K6-11, K6-111, Cele-
ron, Pentium, Pentium Proy Pentium I1.

La capacidad de estos médulos de memoria es de 4Mbyte, 8Mbyte, 16Mbyte, 32Mbyte y
64Mbyte.

Como en el caso del SIMM de 30 contactos, esta memoria también funciona con 5V cc.

Estas muescas Yy
ranuras sobre el
SIMM evitan que €l
mismo pueda ser
insertado al revés en

/ / - oo su zocao. Como
_ igura 8. I i

Muesca Ranura de posicion J rgferenua podemos

citar que laranuraen

idioma ingles se conoce con € nombre de

Keyway <-kiuei-> ranura de posicionamiento o Notch <-nach-> ranura.

2.3 INSTALACION DE MEMORIASSIMM

En la descripcién del procedimiento de instalacion abordaremos a los dos model os de memo-
rias, 30 y 72 contactos, ya que el procedimiento es muy similar utilizaremos la figura 8.3 co-
mo referencia pararealizar la explicacion.

1 — Paralos médulos SIMM de 30 contactos debemos verificar que el corte “A” (muesca) y €
lado “B” (liso) se encuentren orientados como corresponde sobre el zocalo del SIMM ingre-
sandolos a 45 grados tal como se ve en €l paso 1 de lafigura8.3. Paralos SIMM de 72 € pro-
cedimiento es igual, pero con el agregado de la ranura de posicionamiento que facilita alin
mas el procedimiento.

2 —Unavez que el SIMM se apoya sobre €l zocalo con lainclinacion arriba mencionada, de-
bemos enderezar el SIMM llevandolo a la posicion de 90 grados, donde se concluye con la
fijacion de lamemoria por medio de unatrabalateral.

3 —En el paso 3 puede verse lainstalacion yaterminada.

Figura 8.3 I
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24 MEMORIASDIMM DE 168 CONTACTOS

DIMM significa Dua In-line Memory Module es decir modulo de memoria dual en linea.
Este tipo de memoria posee 168 contactos y manegja 64 bits. Comercialmente estas memorias
se encuentran disponibles en capacidades de 8Mbytes, 16Mbytes, 32Mbytes, 64Mbytes,
128Mbytes, 256Mbytesy 512Mbytes.

Como vimos en capitulos anteriores existen distintas tecnologias de memorias y también sus
requerimientos de alimentacion son distintos, por g emplo las DIMM trabajan con unatension
de 3,3Vcc 6 5Vce, dependiendo su tipo. Otra caracteristica que sumaremos a las ya vistas es
latecnologia de Buffered <-baferd-> y Unbuffered <-anbaferd-> o simplemente Non- Buffe-
red

Un DIMM unbuffered se conecta directamente a los buses de control y de direccion del sis-
tema, esta tecnologia hace que los buses se sobrecarguen cuando instalamos mas memorias 'y
esto es debido ala cantidad de chips que componen la memoria. Esta tecnologia es la que se
utiliza en la actualidad para maguinas hogarefias y la capacidad de manejar una mayor canti-
dad de esta memoria esta dada por la caracteristica del chipset y la placa madre. Debido a
esto, la cantidad tipica de memoria que soporta una placa madre disefiada para trabajar con
memorias unbuffered esta limitada a un méximo de 4 modulos DIMM.

Un DIMM buffered tiene un chip extra en laldgica que reduce la carga el éctrica en |os buses
de control y direcciones del sistema. Por tal motivo una placa madre disefiada para trabajar
con DIMM buffered, puede tener mas médul os de memoria cargados al mismo tiempo debido
aque €l chip de buffer “absorbe” parte de la cargadel bus. Una placa madre disefiada para
trabajar con esta tecnologia nos permite utilizar desde 8 médulosy llegar hastalos 16 médu-
los de memoria.

Trabade
ranura

e ' i B ;:.. =T Lo -.;~: ast I :_'::. Sk i _
Contacto 1 f \
Contacto 10 Contacto 40 Contacto 41

Indicador de Contacto 11 Indicador d Itai -
Arquitectura ndicador ae vollge Figura8.4 I

En la figura 8.4 podemos ver que las ranuras de posicionamiento son las encargadas de de-
terminar tanto el tipo de tecnologia como la tension de alimentacién del modulo. La indica
cion delaarquitecturanosindicas el DIMM es Buffered o Unbuffered.

Como referencia para la posicion de las ranuras utilizaremos una posicion equidistante (cen-
tro) entre los contactos 10 y 11 paraindicar la arquitectura, mientras la posicion entre 40y 41
indicaralatension de alimentacion.
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3 ¢COMO INTERPRETAMOSLASRANURAS?

- CENTRO Como observamos en
CENTRO _
# la figura 8.5 la ranura

m:g—-— f7~7-77-—‘7‘7—7-/'1 indicadora de la
o |

arquitectura se
|=—— AL CENTRO

encuentraa centro de
Figuras.s y la ranura del
' indicador de tension se encuentra a la izquierda junto al contacto 40 y

algjado del 41. Esto nosindica que este esun DIMM BUFFERED de5V.

A LA IZQUIERDA los contactos 10 y 11

: En la figura 8.6
¥ CENTRO
[7—7[ CENTRO e observamos que la
7777_777.7—2 ranura de arquitectura
S s P se encuentra a centro
delospines10y 11,y
le—— AL CENTRO

AL CENTRO la ranura de la indica-
Figura 8.6 encuentra al centro de los contactos 40 y 41. Esto nos indica que este
esun DIMM BUFFERED de 3.3V.

cion de la tension se
CENTRO En la figura 8.7 se
CENTRO {

puede determinar que

m:g/* S R R R a  rama de
I M

arquitectura esta a

centro de los con-

lw— AL CENTRO A LA DERECHA tactos 10 y 11 lo cual

Figura 8.7 indica que €es

Buffered. El de tension se encuentra alejado del contacto

40 y junto al contacto 41 y esto nos indica que carece de

importancia la tension de alimentacion. Por [o expuesto podemos decir que este es un DIMM
BUFFERED de X,X V. Donde X,X significa que latension carece de importancia.

s /— CENTRO Ahora podemos notar
gue la ranura de

[77-%7 — 2777-777— 1 arquitectura no se
mgmw 4 encuenrad cento de

] los pines 10y 11 sino
|__,_ A LA DERECHA A LA IZGUIERDA que esta alejado del

i contacto 10 y junto al
Figura8.8 ' contacto 11 es decir ala derechadel centroy esto nosindicaque e tipo de

memoria es Unbuffered. Como la ranura de indicacion de tension se
encuentra a la izquierda del centro, es decir, junto a contacto 40 y algjado del 41 podemos
decir que es de 5V. Entonces por |o anteriormente dicho podemos decir que este es un DIMM
UNBUFFERED de 5V.
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En la figura 8.9

CENTRO podemos notar nue-

CENTRO # vamente que la ranura

5.7 V'éf P 77 7 74 de anquitectura se
encuentra a la derecha

] y la de tension a
| s—— A LA DERECHA AL CENTRO centro por lo cual

- — inferimos que es un
lgurac. ' DIMM UNBUFFERED de 3,3V

CENTRO En la figura 8.10
/ tenemos & indicador

CENTRO
oy G

QT VI | derecha ~del ~centro

] contra €l contacto 11
| =s—— A LA DERECHA A LA DERECHA lo que indica que es

Figura 8.10 ' Unbuffered y la
ranura de alimentacién a la derecha del centro junto al

contacto 41 con lo cual que e valor de la tensién de alimentacion es indistinto, por lo tanto
este es un DIMM UNBUFFERED de X,X V. Donde X,X indica que la tensién carece de im-
portancia.

4 MEMORIASDIMM DDR DE 184 CONTACTOS

Estas memorias reciben su nombre por la sigla DDR que significa "Double Data Rate". Los
DIMM DDR son muy similares alas DIMM SDRAM exceptuando su velocidad de trabajo, la
cantidad de contactos y su tension de alimentacion.

Tienen 184 contactos, es decir 92 por lado, pero el tamarfio fisico es e mismo y por lo tanto
los contactos son mas pequefios.

De todos modos no debemos preocuparnos por instalar un DDR en un z6calo de DIMM o a
revés debido a que e DIMM SDRAM tiene 2 ranuras 'y €l DDR tiene unay desplazada del
centro hacia la derecha.

El otro punto que debemos mencionar es que la tension de alimentacion es de 2,5 0 1,8 Vol-
tios.

doble traba

deranura <:

ranuraindicadora de voltaje / Figura8.11 I

La doble traba de ranura o en ingles Latch notches <-lach nachs-> nos permite insertar estos
DDR en zocalos de simple o doble altura.
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Con respecto a la velocidad debemos mencionar que tradicionalmente, en una SDRAM, la
transferencia de un dato debe ocurrir en un flanco de clock. Los pulsos de clock oscilan entre
0y 1,y latransferencia de datos deben ocurrir en €l flanco de subida es decir cuando € pulso
cambia de 0 a 1. Hasta que no vuelva haber un flanco de subida no habré otra transferencia
de datos.

Las DDR trabajan permitiendo la transferencia de datos en el flanco de subida del clock como
en € flanco de bajada.

1 1 1

SDRAM ODOR  SDRAM DR SODRAM ODoR
DDR DDR DDR
0 0 0 0
1° Ciglo 2° Ciclo 3° diclo
1

Flanco Flanco Flanco Flanco Flanco Flanco Flance
e e e de de de de
Subida Bajada Subida Bajada Subida Bajada Subida

De este modo se dobla la cantidad de informacién que puede mover en cada ciclo, llegando
por consiguiente a gue una memoria DDR podra transferir el doble datos en relacion a una
DIMM SDRAM alamisma velocidad de trabajo

También debemos mencionar que existen dos tipos de DIMM DDR que son las REGITERED
y las UNBUFERED. Igual que en latecnologia de DIMM SDRAM, también estan las memo-
rias DDR Unbuffered y poseen las mismas caracteristicas, pero las memorias DDR la tecno-
logia llamada Registered tiene el mismo propodsito que la Buffered en las DIMM SDRAM.

41 DIMM DDR UNBUFFERED

Este modulo es el méas econdémico de las DDR, pero esta limitando €l nimero de médulos que
se pueden utilizar. Como caracteristica principal debemos decir que el bus de direcciones lle-
gaatodoslos chips DDR SDRAM.

En lafigura 8.13 podemos ver un esquema de esta memoria, donde podemos ver que €l bus de
direcciones se conecta directamente con todos |os chips que componen el DIMM.

DDR UNBUFFERED DIMM

DATO DATO DIRECCIONES DATO DATO

Figura8.13 I
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4.2 DIMM DDR REGISTERED

Las REGISTERED agregan un chip similar a utilizado en las memorias SDRAM sobre €l
DIMM que permite duplicar la densidad de cada modulo.

El bus de direcciones no se conecta directamente con los chips de memoria de la DDR, lo
hacen a través del Registered como se muestra en figura 8.14, por lo tanto este esquema per-
mite duplicar la cantidad de memoria gue soporta un médulo.

DDR REGISTERED DIMM

DDR
: | Register | 753 |

DATO DATO DIRECCIONES DATO DATO

Figura 8.14 I

43 DIMM DDR2

DDR2 es la nueva tecnologia de memorias que
ira, progresivamente, desplazando del mercado a
las conocidas DDR. Las nuevas caracteristicas
son:

e Duplica la cantidad de datos utilizando dos
relojes, asi aumentando a 4 los datos en un ci-
clodereloj.

e Cuenta con 240 Contactos en su distribucion
estandar para PC. Y una sola ranura de posi-
cionamiento.

¢ Velocidades que van desde l0s 400 hasta los 667 Mhz y hasta 1GB de capacidad.

e Menor consumo de energia (hasta un 50% menos utilizando 1,8 Volts) y mejor desempefio
térmico.

Factor de Forma DDR2
DIMM Sin Buffer (ECCy no ECC) 240 Contactos, 1.8V
DIMM ECC Registered 240 Contactos, 1.8V
Para utilizacién en integraciones propietarias
SO-DIMM (Notebooks) 200 Contactos, 1.8V
Mini DIMM Registered 244 Contactos, 1.9V
Micro DIMM 214 Contactos, 1.8V

Las memorias DDR2 no son compatibles con DDR ya que €l voltgje que utilizan es diferente.
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44 ;COMO INTERPRETAMOSRANURASEN DDR?

En las memorias DDR las ranuras se utilizan para determinar la tension de alimentacion de
los modulos. Solo existen dos versiones, una de 2.5 Voltios y otra de 1,8 Voltios, también se
reservé una tercera version para futuras aplicaciones y que se identifica por su sigla en ingles
TDB (To Be Develop — A Ser Desarrollado). Las figuras 8.15, 8.16 y 8.17 nos muestran los
distintos posicionamientos de las ranuras (izquierda, centro o derecha) respecto del centro
formado entre |os contactos 52 y 53.

184 Pin DDR DIMM: 2.5 Volt V

Figura8.15 I
Linea del Cento
184 Pin DDR DIMM: 1.8 VoIt V
Figura 8.16 I

Linea (Iel Cento

184 Pin DDR DIMM: TBD %
Figura8.17 I

Linea del Cento

5 MEMORIASRIMM RDRAMS RDRAMS
RDRAM DE 184 B vy =

La arquitectura de las memorias D D D D

SDRAM estan llegando practicamente Four channels 4-bit data path) - 6.4Ghps

al limite superior de la frecuencia de RORAMS

operacion, con las velocidades de los

microprocesadores actuales, mas los Memory D D D D

proximos por venir, nos encontramos Controller

con el problema de que la cantidad de D D D D

mformaCIO,n que pueden transferir es 2 channels (32-bit data path) - 3.2Gbps

muy superior alo que puede ofrecer la

tecnologia. La introduccion de la tec- — RDRAMS

nologia DRDRAM sobre maodulos

RIMM de la empresa Rambus junto a Conmller D D D D

Intel en 1999 puede ser una solucién al

problema gue planteamos por un pe- Single channel (16-hit data path) - 1.6 Ghps

riodo de tiempo prolongado.
Figura8.18 I
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La tecnologia RDRAM utiliza canal es especificamente disefiados para transportar 1os datos a
y desde lamemoria, la primer version salié con un canal smple o en ingles Sngle Channel y
la siguiente version incluyd dos canales o en ingles Two Channels, un diagrama de estas tec-
nologias de canales se puede ver en lafigura 8.18.

Un cana incluye un controlador de memoria, uno 0 mas médulos RIMM RDRAM vy en €
extremo mas lgjano un Terminador o en ingles (Continuity RIMM - RIMM de Continui-
dad), este terminador tiene como funcion cerrar €l circuito a final del canal, para que retornen
ciertas sefidles a controlador de memoria. El uso de este terminador es obligatorio y necesario
para € correcto funcionamiento de este sistema, ademas estos terminadores deben instalarse
uno por cada canal, dependiendo de la tecnologia de canal que estemos utilizando.

Una tecnol ogia de cuatro canales esté en desarrollo y promete ser el futuro paralas PC de ato
desempefio, pero tendremos que esperar un poco mas de tiempo para verla.

Este cana adiferencia de las otras tecnologias trabaja con 2 bytes (16 bits) y usa un pequefio
numero de sefiales de alta velocidad para transportar lainformacion de datos, control, y direc-
ciones hasta una velocidad de 800Mhz, otra caracteristica es la posibilidad de transferir dos
datos por cadaciclo dereloj, similar al DDR.

Con estas caracteristicas una memoria sobre un canal simple tiene una capacidad de transferir
el doble datos que una memoria DIMM SDRAM e igua a una DDR, esto parece poco pero
debemos recordar que esta tecnologia trabaja con solo 16 bits, 0 sea la cuarta parte de los 64
bits que utilizan las otras tecnologias.

La proxima tecnologia de canales funcionard a 800 y 1066 MHz y los modulos de memoria
serén de 32 y 64 bits, por 1o que se podra alcanzar transferencias de datos desde 4 y hasta 8
veces mas que su tecnol ogia predecesora, algo impensable paralas SDRAM.

En la actualidad los médulos de memorias RIMM que se utilizan para canal simple y canal
doble son los mismos y los valores comerciales disponibles los siguientes, 64MB, 92MB,
128MB, 192MB, 256MB y 512MB.

51 LECTURA DE LASINDICACIONES

ac e o o @ e o

t RS o~ f

Cont.1 Cont.46 ranurasde posicionamiento Cont. 47  Cont.92

Antes de comenzar a explicar como se leen las ranuras, debemos mencionar que el tamafio de
de estos modulos es igual al de un DIMM, pero con la diferencia que poseen 184 contactos
(92 por lado), igua que en las DDR pero con distinta distribucion fisicay tienen 2 ranuras de
posicionamiento. Una caracteristica distintivay mucho més Ilamativa, es que se presentan con
una cubierta metdlica que oficia de disipador térmico, ya que desarrollan mas calor que el
resto de las memorias y de esta forma cambiando la vista tradicional de los médulos. En la
imagen 8.19 podemos observar una memoria con €l disipador térmico montado y en lafigura
8.20 una vista de la misma memoria sin €l disipador térmico, donde podemos ver la disposi-
cion tradicional de los chips.
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e TY R T T T ]

AL DR R TR A

Rl EBFLAD L

(E ]

TR A

Figura8.20 I

Debemos mencionar que si bien en la actualidad los médulos RIMM funcionan a 2,5V olts,
ya se encuentra en €l disefio, la forma que deberan tener los préximos moédulos, que trabajen
con otras tensiones. Por ese motivo incluimos esta informacion.

; MNOTCH DEL

mcfﬁmﬂ
|
|
|

2,5 VOLTS

=

- 11.50 mm
' NOTCH DEL
CENTRO .
| I A SER DISERADO
| I
| |
- 1250 mm -
: NOTCH DEL
CENTROD |
: : A SER DISENADO
| I
Lastl oo

13.50 mm

Figura8.21 I
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Como podemos apreciar en la figura
8.21, para poder diferenciar las
distintas tensiones de alimentacién que
tendran los RIMM, solo debemos
tomar como referencia la separacion
entre las ranuras de posicionamiento,
tomando la medida entre sus centros.

El primer ggemplo es una memoria de
2.5 Voltios (la Unica disponible en la
actualidad) que tiene una distancia
entre ranuras de 11.50 milimetros, para
los otros ejemplos la metodologia es la
misma.

Aun no se ha especificado gque tension
tendrén los préximos RIMM, pero ya
estdn normalizadas las distancias que

hay entre las ranuras de posicionamiento como podemos ver en los
dos ultimos gjemplos de lafigura 8.21.
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52 INSTALACION DE MODULOSDIMM, DDR Y RIMM

Como hemos observado estos tres médul os tiene mucho en comdn con respecto a sus contac-
tos, pero como vimos es imposible colocar un modulo de una tecnologia en otra debido a que
las ranuras de posicionamiento no coinciden.

:; EXTRACCION DEL MODULO

Figura 8.22 I

Instituto Tecnoldgico Argentino

En la figura 8.22 podemos ver procedimiento de
extraccion de un médulo de memoria, comenzando
por abrir las trabas que o sujeta (1) y luego retirar
el modulo tirando hacia arriba (2).

Para insertar los médulos de memoria podemos ver
en la figura 8.22 € siguiente procedimiento, de-
bemos verificar previamente que las trabas que
tiene el zécalo estén abiertas (1), luego debemos
observar el zécalo para tomar referencia de donde
se encuentran las ranuras de posicionamiento y
hacerlas coincidir con nuestro zocalo (2), luego de
esta verificacion podemos insertar el moédulo (3)
deslizandolo verticamente hasta que haga tope
con € fondo del z6calo, como Ultimo paso y sir-
viendo de verificaciéon del procedimiento de inser-
cion, las trabas laterales deberdn quedar perfecta-
mente cerradas (4).
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6 INSTALACION DE MICROPROCESADORES

El objetivo de la siguiente informacion es de obtener una referencia fisica de cada modelo de
microprocesador, para luego poder identificar el pin nUmero uno u otra caracteristica que im-
pida un montaje defectuoso que pude llevar ala pérdidairremediable del dispositivo en cues-
tion.

6.1 ENCAPSULADO FC-PGA

FC-PGA eslasigla que corresponde a Flip Chip Pin Grid Array, la pastilla del microprocesa-
dor esta expuesta en su parte superior donde se coloca el disipador de calor, cuyo montaje
veremos en préximos capitulos. Este encapsulado es
ANGULOS utilizado por los procesadores Pentium 111y Celeron
ECTDS que tienen 370 Pines, el zocalo donde se inserta se lo

conoce como Socket 370.

En la imagen 8.23 se puede ver un Pentium Il en
encapsulado FC-PGA del lado de abago, donde
podemos ver que los pines terminan en angulo recto
en un solo lado del
chip mientras que
de  otro lado

£ : terminan en
ANGULOS EN chanfle.
CHANFLE Al momento de
Figura 8.23 _instalarlo > denera
I prestar atencion a la posicion de los
pines para que coincidan con los
orificios de los zécal os. PIN 1

En laimagen 8.24 vemos al Pentium |11 del lado de arriba, Figura 8.24
donde podemos notar e pequefio tamafio que tiene e chip en este :
encapsulado y la indicacion del pin 1. Sobre e chip debe ir una

pequefia cantidad de grasa siliconada que sirve para asegurar € acoplamiento térmico entre el
disipador y € microprocesador

6.2 ENCAPSULADO FC-PGAZ2

Este encapsulado es similar al encapsulado FC-PGA, excepto que estos procesadores tienen
un disipador térmico integrado. Este disipador térmico
] es integrado en el proceso de fabricacion directamente
- sobre el chip del microprocesador. Por lo tanto la
cantidad de superficie disipadora es mayor y se logra
una mejor conduccion térmica. Los procesadores que
utilizan este encapsulado son los Pentium 11, Celeron
de 370 pinesy Pentium 4 de 478 Pines.

En la figura 8.25 se puede ver e microprocesador
e o Pentium 4 de 478 pines visto de abgjo, donde podemos

observar que solo tiene un solo lado con terminacion
Figura8.25 '

PIN 1 en chanfley el resto de los angulos terminan en angulo
Instituto Tecnoldgico Argentino THP / Clase 08 12
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En lafigura 8.26 se pude ver e mismo procesador
Pentium 4 desde una vista superior

Puede verse como un disipador ocupa cas toda la
superficie del micro mejorando la conduccion tér-
mica entre la pastillay el exterior

Figura 8.26 I

6.3 ENCAPSULADO OOl

OOl es una derivacion de OLGA (Organic Land Grid Array). El disefio de los procesadores
gue utilizan OLGA tiene la base del microprocesador hacia abajo para lograr un mejor mane-
jo de las sefides y una mejor disipacion de latemperatura. El Encapsulado OOl es solamente
usado por el Pentium 4 de 423 Pinesy |o podemos observar en lafigura 8.27.

5 HILERAS

w ¥ Una caracteristica que podemos observar, es
% % gue los pines se agrupan en hileras y la canti-
= -_EI dad de estas varian en los cuatro lados del
= ~  microprocesador.

8 HILERAS BIN 1

Figura 8.27 '

En la figura 8.28 podemos ver e Pentium 4 de 423
pines visto de arriba y podemos observar que este
encapsulado tiene un disipador térmico incluido mas
chico que e FC-PGA2

PIN 1

Figura 8.28 '
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6.4 ENCAPSULADO PGA

Los microprocesadores PGA (Pin Grid Array) se caracterizan por tener 1os pines insertados
sobre la base de montgje y para mejorar la conduccién térmica utilizan una cobertura de cobre
tratada con niquel en la parte superior. Los pines que estan en la parte de abajo del procesador
estan colocados al tresbolillo (filas paralelas cruzadas en diagonal). El encapsulado PGA es
usado por la familia de procesadores XEON que tiene 603 Pines.

CHANFLE CHANFLE

En la figura 8.29 puede observarse como los pines
se encuentran paralelos, tanto en forma vertical,
como en forma horizontal y mantienen la misma
distancia hacia todos lados.

FIN 1

Figura8.29 I

En la figura 8.30 observamos como una depre- L) ) () [ TR
sion sobre la superficie niquelada nos indica CHANELES
donde se encuentra el pin 1y unas marcas indi-

cando los chanfles. Figura 8.30 '

6.5 ENCAPSULADO PPGA

PPGA (Plastic Pin Grid Array), estos microprocesadores también tienen insertados sus pines

en una base de material pléstico donde monta el microprocesador. Como en el caso de los

PGA también tienen una cubierta de cobre niquelada y los pines de su cara inferior también

estan en tresbolillo. Este encapsulado es utilizado por los procesadores Celeron mas modernos
guetienen 370 Pines.

En lafigura 8.31 podemos ver la parte inferior del Ce-
leron de 370 Pines y como los pines se encuentran al
tresbolillo ademés de notar la terminacién en chanfle
paraevitar insertarlos mal en su zécalo.

TERMINACION
EN CHANFLE

bbbbb

Figura8.31 I
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TERMINACION EN
CHANFLE £

Aqui en la figura 8.33 podemos observar como estén
insertados los pines sobre el plastico y la cubierta de
cobre del procesador antes del niquelado final.

Figura 8.32 '

6.6 ENCAPSULADO SE.C.C.

SECC (Single Edge Contact Cartridge), para poder conectarlo a la placa madre, este
microprocesador utiliza un conector de borde para ser insertado en un Slot o ranura. Este tipo
de encapsulado no tiene pines ya que cuenta con contactos sobre el borde de una placa base
gue contiene el microprocesador. El encapsulado tipo SECC esta formado por una carcaza
metalica que cubre |la parte superior y los laterales del cartucho y donde la parte de atras del
cartucho es el disipador térmico. Los Encapsulados S.E.C.C. son utilizados por los Pentium ||
con 242 contactos, procesadores Pentium® |1 Xeon™ y Pentium |11 Xeon que tienen 330 con-
tactos.

En este tipo de encapsulado notamos que €l

SRRLMET procesador esta totalmente cerrado, quedando

hrtgl. expuesto solamente los contactos de co-

: e — nexion. El notch o ranura se encuentra entre
P A e——— ¢ PIN B73y B74

PIN Bl PIN B73]| PIN B74 FIN B171

NOTCH

Figura8.33 I

En la figura 8.34 podemos ver el disipador tér-
mico del microprocesador debajo de la montura
del ventilador. Los contactos de éste lado em-
piezan a contarse desde A1y terminan en B171.

VENTILADOR

DISIPADOR TERMICO

Figura 8.34 I
Instituto Tecnoldgico Argentino THP / Clase 08




6.7 ENCAPSULADO SE.C.C.2

El encapsulado SECC2 es similar a encapsulado SECC pero utiliza una carcaza mas chica,
por lo cual se puede ver parte de la base de montagje del sustrato. Este encapsulado es usado
por las primeras versiones de Pentium Il y Pentium 111 de 242 Contactos.

En la figura 8.35 podemos ver claramente la
base o también llamada sustrato. Como el
lado que estamos viendo es el que no tiene €l
ventilador entonces los contactos seran de A1
hastael A121.

SUSTRATO VENTILADOR

Figura 8.35 I

En a figura 8.38 podemos ver € lado del venti-
lador y como los contactos van numerados des- | |
de Al hasta A121. A1 SUSTRATO NOTCH  A121

Figura 8.38 '
6.8 ENCAPSULADO S.E.P.

SEP (Single Edge Processor), € encapsulado SEP es similar al encapsulado SECC o SEEC2

pero no tiene ningun tipo de cobertura metalica por lo tanto la base esta totalmente expuesta

en la parte de atras del microprocesador. El encapsulado SEP es usado por los procesadores
. Celeron de 242 pines

Como podemos ver en la figura 8.37, no hay mu-
chadiferenciaentre SEPy SECC2.
Podriamos decir que es la mismaimagen.

Figura 8.37 '

La imagen 8.38 muestra la parte tras-
era y todos sus componentes, por lo
tanto es necesario tener mucho cuida-
do durante el procedimiento de monta-

mOo@mom

SUSTRATO

je para evitar dafios en la placa de ba- Figura 8.38
se. u
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INSERCION DEL PROCESADOR

ZONA APLIADA

El primer paso es subir la pa-
lanca de sujecion del zécalo.

in. g segundo paso es ainear €
pin 1 o los chanfles del micro-
procesador con los del zécalo

En la figura 8.39 se puede ob-
servar la alineacion del proce-
sador con ladel zocalo.

Figura 8.39

!

Una vez introducido e microproce-
sador se deberd bgar la traba del
zocalo para su fijacion, como se ve
en lafigura 8.40.

NO PRESIONAR Figura 8.40 '

Un detalle que debemos tener en cuenta, es que nunca de-
bemos hacer presion sobre el ventilador debido a que pode-
mos doblar su g e, como se puede ver en lafigura 8.41.

Figura8.41 '
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7 PLACASAGP

Debido a que las aplicaciones graficas han crecido en complgidad y realismo, la carga de
trabajo que recibe una PC se ha visto incrementada, por lo tanto nuestro sistema también ten-
dra que crecer, en base alos nuevos requerimientos, esto se traduce en una mayor cantidad de
memoriay mayor velocidad del microprocesador.

Otra solucion tecnolégica es € video AGP, que acelera la velocidad de los graficos a través
de un puerto dedicado de alta velocidad, que puede mover hasta el doble de informacién con
respecto alatecnologia de video anterior. En la figura 8.42 podemos ver un diagrama de blo-
ques paralatecnologia AGP.

Figura 8.42 '

El constante avance tecnoldgico hizo que rapidamente surgieran novedades sobre el video
AGP, la primera version de esta tecnologia, comparada con un video sobre Bus PCI, pude
transferir el doble de informacion y a esta versiéon se la denomind AGP 1X, la segunda ver-
sién transfiere € doble informacion que la X1y se llama AGP X2 y la siguiente transfiere €l
doble quelax2 sellama AGP X4.

No solamente se modifico la cantidad de informacion que se podia transferir, también la ten-
sién de alimentacién cambid y en la actualidad se utilizan dos valores de tension, 1,5 Voltios
y 3,3 Voltios.

También se encuentra en desarrollo otra familia de AGP, que se denomina AGP Pro para
tareas de mayor envergadura, pero requieren de un zocalo especial y nuevas caracteristicas en
su alimentacion.

Por tal motivo veremos en detalle los zocalos utilizados en cada una de las versiones y 1o
completaremos con dos tablas, que nos informaran mas claramente sobre cada una de las ca-
racteristicas y en que placas madre funcionan.
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71 LECTURA DELOSSLOT AGP

e

LU

-

8.89

-

AGP 3.3V

—a = 1.78"

8.89

b
o]

AGF 1.9V

f— 3.30"

!

8839

AGP UNIVERSAL

Figura8.43 '

Los dibujos de estos slots pertene-
cen a una nueva tecnologia llamada
AGP PRO que toma como base €
slot AGP estandar pero incluye mas
ranuras de posicionamiento en sus
dos extremos.

Estas ranuras estan relacionadas con
latension de alimentacion y los nue-
VOS requerimientos de potencia para
soportar las nuevas caracteristicas

Cuando usemos esta tecnol ogia los 2
Slot PCI linderos no van a poder ser
utilizados. La proxima placa sera
AGP 8X

Instituto Tecnoldgico Argentino

!

I'0 BRACKET

Todos los dibujos de los slots que podemos
apreciar en lafigura 8.43 se trata de la tecno-

logia AGP tradicional.

En estos momentos se esta comenzando a
liberar al mercado una tecnologia que se lla-
ma AGP PRO que sirve para poder dar sopor-
te alas futuros multiplicadores de AGP.

D0 - ———

[ 3307

4-(,

AGF Pro UNIVERSAL

3.0 220 —=

2.92

E _L 2.92
T
AGF Pro 3.3V
4—‘ | E E * 292
= |
AGP Pro 1.5V /0 BRACKET

Figura 8.44 '
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TENSION AGP 11X AGP 2X AGP 4X
3.3 volt v v no
1.5 volt v v v

Este cuadro nos in-
forma de la relacion
gue hay entre las dis-
tintas tensiones para
placas AGP y su ve-
locidad

Las siguientes figuras nos muestran 8.45 y 8.46 las diferencias que podemos encontrar con los
z6caos de las placas madre y las placas AGP

I/O Bracket

I/O Bracket

Figura 8.46 '
Por ultimo y para concluir incluimos un listado de interoperabilidad entre placas madre y pla-
cas AGP.

CORRECTO

INCORRECTO

INTEROPERABILIDAD ENTRE PLACAS Y MOTHERBOARD

Aqui estamos en pre-
sencia de un Slot AGP
de 1,5Volt y de una pla-
ca AGP Universa de
2X 04X.

Podemos apreciar que
no hay ningun tipo de
problema.

En este caso nos encon-
tramos frente a mismo
Slot AGP de 1,5 Vol-
tios pero la placa es en
este caso es una AGP
2X de 3,3 Volts y las
ranuras no coinciden.

MOTHERBOARD

PLACAS AGP DE 1.5 VOLT

PLACAS AGP DE 3,3 VOLT

AGP 1X

AGP 2X

AGP 4X

1.5 Volt- HASTA MODO 2X

NOTA 1

1.5 Volt- HASTA MODO 4X

3.3 Volt- HASTA MODO 2X

Univarsal - HASTA MODO 2X

Universal- HASTA MODO 4%

.INDICA QUE ESTA COMBINACION ES IMPOSIBLE POR LA POSICION DEL KEY WAY EN EL CONECTOR AGP

NOTAS:

1 - UNA PLACA AGP 4X PUEDE SER INSERTADA PERO FUNCIONARA A 2X
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NOTAS
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CUESTIONARIO CAPITULO 08

O
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1.- ¢Por qué se lo denomina critico a un componente?

2.- ¢Qué funcién cumple laranura de una memoria SIMM de 72 contactos?

3.- ¢Quéfunciones cumplen lasranuras en las memorias DIMM?

4.- ¢Una memoria RIMM requiere un componente especial para su montaje?

5.- ¢Qué procedimiento utilizamos para instalar un microprocesador Pentium
Il en socket 3707?

6.- ¢Qué ventaja tiene un zocalo AGP universal?
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